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TEXTURIZACAO DA SUPERFICIE DE SILICIO PARA REDUCAO DA REFLEXAO EM
CELULAS SOLARES

Hugo da Silva Alvarez (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Francisco das Chagas Marques
(Orientador), Instituto de Fisica "Gleb Wataghin" - IFGW, UNICAMP

A texturizag@o randémica em células solares € um método que visa aumentar a eficiéncia na
captacao de fotons pelo silicio, gracas as piramides que sdo formadas através da corrosdo
anisotropica do plano <100> do silicio. Para isto, uma amostra (2,5cm x 2,5cm) de silicio com
esta orientacdo é imersa em uma solucdo de &lcool isopropilico e hidroxido de sédio a
temperatura a ~90°C. Para isto fabricamos um aparato provido com um condensador (para
captar o alcool e a 4gua que evaporam durante o processo), um phmetro e um termdémetro
para podermos ter controle sobre a solu¢do. Observamos que a texturizagdo ocorre melhor
guando temos silicio dissolvido na solucdo. Para avaliarmos a qualidade da texturizagéo,
medimos a reflexdo integrada e comparamos com o valor esperado utilizando uma lamina
texturizada como referéncia e uma lamina polida. Obtivemos uma diferenca de refletancia de
45% em comparacao com a amostra de silicio polido, pré6ximo ao valor maximo possivel que é
em torno de 55%. A superficie texturizada foi também avaliada através de microscopia
eletrbnica de varredura (SEM) que mostram o tamanho, a distribuicdo e o formato das
pirdmides.
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